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[はじめに] 集積光アイソレータ実現に向け、Ce 置換イットリウム鉄ガーネット(Ce:YIG)と Si 細線導

波路のウエハボンディングにより作製した TMモード導波路光アイソレータが報告されている[1]。また、

パルスレーザ堆積法やマグネトロンスパッタによる Si 基板上への Ce:YIG 薄膜の製膜が報告されてい

る[2, 3]。これまで我々は Si上に磁性ガーネット薄膜を形成する手法としてスピンコートと熱処理で製膜

可能な有機金属分解(MOD)法に着目し、YIGによるバッファ層を介すことで Si 基板上に多結晶 Bi置換

YIG 薄膜を製膜し、波長 1550 nmにおいて、10
3
 deg./cmのファラデー回転角を報告した[4]。MOD法で

は製膜 1 回で得られる膜厚は約 50 nmであり、導波路光アイソレータ機能を実現するために必要な膜

厚 500 nmを得るには製膜と熱処理を繰り返す必要がある。Bi:YIG層を Si 上部に磁気光学層として製

膜した光導波路構造では光の伝搬を確認することができなかった。原因の一つとして Si 基板と磁性ガ

ーネットの間の熱膨張係数の違いから各層製膜時にクラックが入ったことが考えられる。 

そこで Si 基板上に MOD 法により YIG バッファ層を製膜した後にスパッタリング法により膜厚 500 

nmの Ce:YIG 薄膜を製膜し、伝搬損失の低減を図った。製膜した試料の X線回折測定とファラデー回

転角を評価したので報告する。 

[実験方法] はじめに Si 基板上に MOD 法を用いて YIG バッファ層を製膜した。MOD 溶液の濃度は

3%、スピンコートは 1回であり、750 
o
Cで 2時間熱処理を行った。膜厚は 55 nmである。YIG バッフ

ァ層上に、Ce 置換量 1.0 の Ce 置換 YIGをスパッタリング法により 500 nm製膜した。製膜時の基板温

度は 750 
o
Cである。室温まで冷却する際には 12時間かけ、熱ストレスを緩和させた。 

[結果] Fig. 1に得られた Ce:YIG 層の X線回折測定結果を示す。(420)面から最も強い回折信号が得ら

れ、多結晶の Ce:YIG が製膜されたことを確認した。Fig. 2 に波長 1550 nmにおけるファラデー回転角

の磁場依存性の測定結果を示す。強磁性的振る舞いが得られ、Bi:YIG を上回る 3 x 10
3
 deg./cmのファ

ラデー回転角が得られた。 
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Fig.1 X 線回折測定の測定結果      Fig.2 波長 1550 nmにおけるファラデー回転角の 

測定結果 
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